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BU 526

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor

Anwendung: Getaktete Netzgerite
Application:  Switching mode power supply

Besondere Merkmale: Features:
® In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik @ In triple diffusion mesa technique
® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
® Kurze Schaltzeit @ Short switching time
@ Verlustleistung 86 W ® Power dissipation 86 W

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimenslons in mm

S 8/V.2.644/0777 A1 143




BU 526

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
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Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Rgg =100Q Fig. 4

Kollektorspitzenstrom Fig. 2
Collector peak current

Kollektorstrom Fig. 2
Collector current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustieistung
Total power dissipation

loase =25°C Fig. 1,2, 3
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UCEO 400 v
Uces 900 Vv
Ucer 900 v
Iem 10 A
Io 8 A
Ism 4 A
-Igm 4 A
Piot 86 W
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Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Geh&duse Rinie 1,75 °C/IW
Junction case

KenngroBen
Characteristics

tease — 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCE =800V Fig. 6 ICES 1 mA
4= 150°C, Upp =900V Fig. 6 Ices 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voitage
fc=100mA, Lo =25mH, ITDE 0,01 Ur)cEO 400 . v
Ic=05mA, Rgg=1000Q Ugr)cER 900 v

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

IE= 1 mA U(BR)EBO 6 v

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voitage
Ic=8AIg=3A Fig. 7 Ucksat 5 Vv

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
IC=6A,IB=1,25A UBEsat 2 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéiltnis
DC forward current transfer ratio
Usg=5V.Ic=1A Fig. 10 hEE 15 45

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ugg=10V, I ="500mA,. f=1MHz ST 10 MHz

Schaltzeiten
Switching characteristics

IC =4 A [B1 = —]Bz =125A, Ip =20 ps
Abfallzeit ") 1 Hs
Fall time
Ausschaltzeit Ioff 4 [E

Turn-off time

') Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators.
By using retrace capacitor at switching-off inductive load
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Fig.12
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